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Resumo

O composto IlI-V GaSb e suas ligas ternarias saucemdutores preferenciais para
nova geracado de dispositivos optoeletronicos deobedbnsumo e alto desempenho. Neste
contexto optou-se por estudar as ligas ternariasiG&b. Este trabalho tem como finalidade
avaliar a densidade de defeitos estruturais aoolat® monocristais obtidos pelo método
Czochralski. Foram crescidos trés cristais com eomacfes variaveis de Ix=0,003,
x=0,008 ex=0,2), sob atmosfera de argdnio e liquido encaptilde 6xido de boro. Durante
0 crescimento dos cristais foram utilizadas difeenvelocidades de puxamento para
aumentar a probabilidade de formar um “neck” (dugéo do diametro do cristal para
formacao de um anico grdo na estrutura). Apos scerento, os cristais foram lavados com
agua destilada para remover o liquido encapsulargeccionados longitudinalmente para
andlise nos microscopios Optico e eletrénico desdaira. Em seguida, foram seccionados em
pequenas laminas transversais com 1 a 2mm de asp&ss a 6mm de largura, para analise
das medidas elétricas pelo método de Van der Paodas estas amostras foram lixadas
seguindo ordem de granulometria convencionais idgetom silica coloidal com hipoclorito
de sddio. Os trés cristais apresentaram graoslasna&cdiscordancias. Observou-se que
guanto maior a concentracao de In, maior a cormginrde gréos e outros defeitos. Todos os
cristais apresentaram concentracdes baixas dedfd, Te como impurezas.

Nos cristais ternarios obtidos, o aluminio teve portamento ambiguo: nos dois
primeiros cristais 0 aluminio segregou para o akrisbgo seu coeficiente de segregadda(
menor que um; no terceiro cristal detoi igual a um. Esta diferenca #edo aluminio pode
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estar relacionada a substituicdo do Ga pelo Inaso do aluminio segregar para o cristal e a
substituicdo do Ga pelo Al quando este tiverlsel

Observou-se também a influéncia do aluminio na atividade do cristal. O primeiro
cristal apresentou condutividade do tipo-p e a entracao inicial da carga de aluminio foi
menor que 0,4%, enquanto que nos outros dois istisiaaluminio possuindo valores de
0,58% e 1,18% de concentragdo (maiores que 0,48dyayelmente tenha influenciado a

condutividade do tipo-n nos cristais.

Seminario Interno de Avaliacdo da Iniciacdo Cianéif- PUCRS, 22 a 25 de agosto de 2011 435



